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(57) Abstract: The invention relates to a device for depositing especially, crystalline layers onto one or more, especially, also crys- 
talline substrates in a process chamber (1) using reaction gases which are guided into said process chamber (1), where they undergo 
pyrolytic reaction. The device has a beatable support plate (3) wherein at least one substrate holder (45) lies loosely, especially 
rotationally, with its surface flush with the surroundings. A compensation plate (48) which adjoins the at least one substrate holder, 
following the contours of the same, is provided on the support plate (3) in order to keep the isothermal profile on the support plate 
as flat as possible. 
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— mit intemationalem Recherchenbericht 
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(57) Znsammenfassong: Die Erfindung betrifft eine \bmehtung zum Abscheiden insbesondere kristalliner Schichten anf einem 
odermehreren, inchRgnnHgm ebenfalls kristallinen Snhgtratim m emerProzesskammer(l) mittek in die Prozesskammer (1) gingelei- 
teten and sich dort pyrolytisch umsetzenden Reaktionsgasen, mit einer behdzbaren Tragerplatte (3X in welcher oberflachenbitadig 
zur Umgebung mindestens ein Substrathalter (45) lose, insbesondere drehbar einliegt Una den isothennen Veriaof anf der Trager- 
platte mdgHchst flach zn batten, ist eine anf der Tragerplatte (3) liegende, an den mindestens einen Substrathalter kontnrfolgend 
angrenzende Kompensalionsplatte (48). 
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CVD-BESCHICHTUNGSVORRICHTUNG 



00006 Die Erfindimg betrif ft eine Vorrichtung zum Abscheiden 

00007 insbesandere kristral 1 iner Schichten auf einem oder 

00008 mehreren, insbesandere ebenfalls Icristallinen Substra- 

00009 ten in e i n e r Prozesskaraner mittels in die Prozesskanmer 

00010 eingeleiteten und sich dort pyrolytisch umsetzenden 

00011 Reaktionsgasen, mit einer beheizbaren Tragerplatte, in 

00012 welcher oberflachenbiindig zur Ungebung mindestens 

00013 Substrathalter lose/ insbesandere drehbar einliegt. 

00014 I; 

00015 Bine derartige Varrichtung ist aus dem US-Patent 

00016 5,788,777, US-Patent 5,027,746 und dem DE-Patent 

00017 19 813 523 C2 vorbekannt. In der von der Ruckseite 

00018 insbesandere mit Bochfrequenz beheizbaren Tragerplatte 

00019 aus Graf it liegen Substrathalter lose in ihnen zugeord- 

00020 neten Aussparungen ein. Beim Stand der Technik warden 

00021 die Substrathalter auf einem Gaspolster liegend zufolge 

00022 einer besonderen GaskanaJ fuhnmg im Boden der Ttager- 

00023 platten Aussparung drehangetrieben. Das lose Aufliegen 

00024 des Substrathalters auf dan Boden der Aussparung der 

00025 Tragerplatte, in welcher der Substrathalter so ein- 

00026 liegt, dass er mit seiner Qberflache bQndig zu seiner 

00027 Utagebung liegt, hat die Ausbildung einer Horizantalfuge 

00028 zur Polge, die sich sogar noch verbreitert, wenn der 

00029 Substrathalter in der beschriebenen Weise drehangetrie- 

00030 ben wird. Diese Horizantalfuge bildet eine Storung des 

00031 W§rtnetransportes von der ruckwartig der Tragerplatte 

00032 liegenden Heizung in die Prozesskamzner. Dies hat zur 

00033 Folge, dass die Oberf 1 flchenterqperatur des Substrathal- 

00034 ters niedriger ist aig die Oberflachent^iperatur der 
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00035 Uiigebung. Dies hat aucfa Auswirkungen auf den Isothermen- 

00036 verlauf ira Gasstrom uber der Tragerplatte . 
00037 

00038 Die WO 96/23913 schlagt eine SiC-Scixutzplatte fur einen 

00039 Substrathalter vor. 
00040 

00041 Der Brfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 

00042 Isothertnenverlauf uber der Tragerplatte moglichst flach 
000i43 zuhalten. 

00044 Gelost wird die Aufgabe durch die in den Anspruchen 

00045 angegebenen Iosungen. 

00046.. . . . , ...... , .. y ^.. ..; . . 

00047 Der Anspruch 1 schlagt zunachst und im Wesentlichen 

00048/ eine, auf ;<3ei\ TinScje^^ 

00049 ter angrenzenrip. Konpensatioriflplatte vor. Der Rand der 

00050 Kbnpensationsplatte folgt dabei der Kdntur des Substrat- 

00051 halters, Der Substrathalter ist van ein oder mebreren 

00052 Konpensationsplatten umschlossen. Es sind bevorzugt 

00053 eine Vielzahl von SubstrathaJ tern vorgesehen, die pl ane- 

00054 tenartig auf der insbesondere auch drehangetriebenen 

00055 Tragerplatte angeordnet sind. Die Kbnqoensaticmsplatten 

00056 liegen dann segmentartig auf der ringfarmigen Tfcager- 

00057 platte. Die Ronpensationsplatten kfinnen aus TaC oder 

00058 aus mit T^C- oder SiC-beschi chtetean Graf it besteben. 

00059 Sie koamen als VeTtaraunhste-ile ausgetauscht warden. Zur 

00060 randseitigen Lagerung der ^ tsanh^i benfdrnd g*»" Sub- 

00061 strathalter sind Zentrierringe vorgesehen. Diese Zen- . 

00062 trierringe liegen ebenfalls in den Aussparungen der 

00063 Tragerplatte. An diese Zentrierringe stoSen die runden 

00064 Randkanten der Rooopensaticmsplatten. Auf den Zentrier- 

00065 ringen liegen Abdeckringe, die auch einen gestuften 

00066 Randabschnitt des Substrathalters uberdecken. Die Tra- 

00067 gerplatte wird von unten mittels einer zentralen Stutz- 

00068 platte getragen. Dies erfolgt durch Randuntergriff . 

00069 Qberhalb der Stutzplatte kann eine Zugplatte liegen, 
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00072 



00076 
00077 



00080 
00081 
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00070 die sich ebenfalls auf dan Rand der Tragerplatte ab- 

stutzt. In der Mitte der Zugplatte kaim eine Zugstange 
angreifen, so dass der Rand der Tragerplatte gleichsam 

00073 eingespaimt ist. Die aufere Begrenzung der Prozesskam- 

00074 mer wird von einem Gasanslassring ausgebildet, der el iy* 

00075 Vielzahl von radialen Gasaustxittsoffnungen besitzt. 
Dieser soil ebenso wie eine zur Tragerplatte sich paral- 
lel und beabstandet erstreckende, ebenfalls ruckwartig 

00078 bebeizte Deckenplatte aus massivem Graf it bestehen. 

00079 Zufolge dieser Ausgestaltung hat der Gasauslassring 
eine ezfcohte Warraekapazitat und gleichzeitig eine gute 
Warneleitung, so dass van Deckplatte zu Tragerplatte 

00082 ein stetiger TeMperaturverlanf vorliegt. 

00083 ' V ; .; '."/■': *';■; ' 4 •V\" '~;\\\ 

00084 Die Erfindung betrif ft ferner eine Wteiterbildung der 

00085 aus der US 57 88 777 grundsatzlich schan bekarmten 

00086 Deckplatte und deren Halterung am Gaseinlassorgan. Bei 

00087 der Epitaxie von SiC mit den Reaktionsgasen Silan und 

00088 Methan/Propan sind die aus Graf it bestehende Ttagerplat- 

00089 te und eine ebenfalls aus Graf it bestehende Deckplatte 

00090 ionert beschichtet. Die Beschichtung karm aus TaC oder 

00091 SiC bestehen, Derartig beschichtete Deck- oder TrSger- 

00092 platten unterliegen einem VerschleiS, da die Reaktions- 

00093 gase eine atzende wi Htwng ' e ntf alten . ErfindungsganaS 

00094 wird die Deckplatte mit austauschbaren Verkleidungsrin- 

00095 gen verkleidet, welche aus TaC bestehen kranen. Die 

00096 Verkleidungsringe halten sich durch gegenseitigen ttoter- 

00097 griff, Der innenliegende Ring kann mit seinem Rand auf 

00098 der Tragschulter elnes Tragers liegen, der an einem 

00099 Gaseinlassorgan sitzt. In einer Variante der Erfindung 

00100 ist vorgesehen, dass die Verkleidungsringe aus Graf it 

00101 best ehen und mit TaC oder SiC beschichtet s ind . Die 

00102 Verkleidungsringe liegen in gegenseitiger Randauflage 

00103 auf jeweils dem innenliegenderen Ring auf. Der irmere 

00104 der konzentrisch zueinander angeordneten Verkleidungs- 
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00105 ringe konnen dabei mehrteilig ausgebildet sein. Insbe- 

00106 scodere 1st an eine segmentartige Mehrteiligkeit ge- 

00107 dacht. 
00108 

00109 Bin Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend 

00110 anband beigefugter Zeichnungen erlantert. Es zeigen: 
00111 

00112 Pig. 1 in scheraatischer Darstellung eine Prozesskam- 

00113 mar eines Reaktors, 
00114 

00115 Fig. 2 eine Explosionsdarstellung der Tragerplatte 

00116 nebst Substrathalter, 
00117 

00118 Fig. 3 e i n e n vergrofierten Schnitt durch die Trager- 

00119 platte gemaS der Schnittansicht Figur 1 und 
00120 

00121 Fig. 4 eine Draufsicht auf die Tragerplatte* 
00122 

00123 Die im Ausfuhrungsbeispiel dargestellte Vorrichtung 

00124 dient zum mofnokristallinen Abscheiden von SiC-Schichten 

00125 auf moookristcJ 1 i nen Si-Substraten, diese Substrate 

00126 konnen einen Durchmesser van 4 Zoll besitzen. 
00127 

00128 In einem Reaktorgehause 2 befindet sich eine Prozesskam- 

00129 mer 1. Diese Prozesskammer 1 besitzt eine Tragerplatte 

00130 3, die die Substrathalter 45 tragt. Parallel zur Trager- 

00131 platte 3 erstreckt sich oberhalb dieser Deckplatte 

00132 4 . Die Tragerplatte 3 wird von unten ndttels einer 

00133 wassergekuhlten HF-Spule 19 beheizt. Die Deckplatte 4 

00134 wird von oben mit einer ebenf alls wassergekflhlten HF- 

00135 Sjpule 20 beheizt. Die Tragerplatte 3 ist ringformig 

00136 gestaltet r wofoei der AuEendurcbmesser etwa dqppelt so 

00137 graB ist wie der Ttttipt^ iirr+mc* nF c> r jy± B jjmaenwandung der 

00138 Tragerplatte 3 besitzt eine radial einwarts ragende 

00139 Ringstufe 3 '.Mit dieser Ringstufe 3' liegt die Trager- 
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00140 platte 3 auf dem Rand einer Stutzplatte 1 auf. Die 

00141 Stutzplatte 1 stutzt sich wiederum auf einem Stutzrohr 

00142 24 ab, welches von einer Zugstauge 23 durchragt wixd. 

00143 Die Zugstauge 23 greift etwa mittig an g-Srwr cber faalb 

00144 der Stutzplatte 21 angeordneten Zugplatte 22 an, welche 

00145 mit ihrem Rand auf den Kragen 3" auf liegt . Durch Zug an 

00146 der Zugstauge 23 von unten wird die Tragerplatte 3 

00147 klemmbackenartig gehalten. 
00148 

00149 Die Ttagerplatte 3 und die Deckplatte 4 werden von 

00150 einem Gasauslassring 5 umgeben. Dieser Gasauslassring 5 

00151 bildet die seitliche Prozesskammer-TOuid . Der Gasaus- 

00152 lassring 5 besitzt eine Vielzahl von radialen Bohrungen 
00153; 25, durch welche das Prozessgas austreten karm. Der 

00154 Gasauslassring 5 1st ebenso wie die Stutzplatte 21, die 

00155 Zugplatte 22, die Tragerplatte 3 und die Deckplatte 4 

00156 aus massivem Graf it gefertigt. Er ist einstuckig und 

00157 hat eine Breite, die etwa der Hohe der Prozesskanmer 1 

00158 entspricht . Hierdurch besitzt der Gasauslassring 5 eine 

00159 relativ hohe Warmekapazitat, was zur Folge hat, dass 

00160 das Tenperaturprofil inuerhalb der Prozesskanmer auch 

00161 am Rand sehr homogen ist. Indent der Gasauslassring 5 

00162 eine van der Deckplatte 4 uberfangene Stufe 35 und eine 

00163 von der Tragerplatte unterfangene Stufe 36 ausbildet, 

00164 ragt er berei cfasweise in den Zwischenraum von Deckplat- 

00165 te 4 und Tragerplatte 3. 
00166 

00167 Die Deckplatte 4 ist an ihrer Uhterseite mit insgesamt 

00168 drei Verkleidungsringen 34 ausgefuttert. Diese Verklei- 

00169 dungsringe k nrroen aus Graf it bestehen oder aus TaC. Sie 

00170 werden ahnlich wie Ofenringe durch gegenseitigen uber- 

00171 griff anei pander gehalten, wobei sich der innerste Ring 

00172 34 auf einen Ringfcragen eines Grafittragers 33 ab- 

00173 stutzt, welcher auf das untere Ende des Gaseinlasso- 

00174 rganes 6 aufgeschraubt ist. Im Bereich des ubereinander- 
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00175 liegens sind die Verkleidungsringe 34 gefalzt. Sie 

00176 bilden uberm nande rliegehde Ringpib^ 

00177 aus, so dass ihre Qberflache stufenlos verlaiift. 
00178 

00179 Das Gasei nlassorgan 6 ist insgesamt zweiteilig ausgebil- 

00180 det. Es besitzt einen Kern, der einen in die Prozesskam- 

00181 mer 1 ragenden Abschnitt 49 ausbildet , welche **r}<* 

00182 Kegelstampfgestalt besitzt. Dieser Kern wird von einem 

00183 Mantel 50 umgeben. Mittels O-Ringdichtung 12 ist der 

00184 Mantel 50 gegenuber dan Kern 49 abgedichtet. 
00185 

00186 Die ZixRShrung des Silans erf olgt durch die Zuleitung : , . 

00187 27. R« tritt dUTCb fvirtF* t-i nglc^T 1 ffVraH OffidUPg 30 aUS. 

00188 Die Wande des Kanals 30 sind gekuhlt [ Hinter den Kanal- '■'] \ 

00189 wanden befinden sich Kuhlwasserkairmern 28, durch welche 

00190 Kuhlwasser stromt urn die Wandi ingsteniperatur unterhalb 

00191 der Zerlegungstenperatur des Silans zu halt en. 
00192 

00193 Die Basisflache 52 welche ebenfatls zufolge rikAwsLrtJ.- 

00194 ger Ruhlwasserbeanf schl agung bei einer Temperatur gehal - 

00195 ten ist, bei welcher sich die Reaktionsgase nicht zerle- 

00196 gen, befindet sich etwa in der Mitte der Prozesskanmer " 

00197 und verlauf t parallel zur Qberflache der Tragerplatte 3 

00198 In der Mitte der Basisflache 52 bef incfet sich die Off- \£ 

00199 mmg 31 der Methan- bzw. Propan-Zuleitung 26. Die Pro- 

00200 zessgase wezden ebenf al 1 s zusannen mit Wasserstoff 

00201 durch die ihnen zugeordneten Zuleitungen 26,27 gelei- 

00202 tet. 
00203 

00204 Una die beim Betrieb der Vorrichtung etwa bis auf 1600°C 

00205 aufgeheizte Deckplatte 4 von dan gekuhlten Gasei n lasso- 

00206 rgan 6 zu isolieren, ist eine Isolatianananschette 32 

00207 aus einem Kohl enstof f schaum vorgesehen, welche auf d«n 

00208 Trager 33 sitzt. 
00209 
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00210 Die Tragerplatte 3 wird uber das Stutzrohr 24 drehange- 

00211 trieben. Die Tragerplatte 3 besitzt zudem Kanale 54, 

00212 durch welche Gas stromt, welches in Spiralxaiten 55 

00213 austritt, die sich am T^y^n von Aussparungen 56 befin- 

00214 den. In den Aussparungen 56 liegen die Substrathalter 

00215 45 ein. Sie drehen sich auf ftinwn Gaspolster des Gases, 

00216 das durch die Spiral nuten 55 stromt. Die Substrathalter 

00217 45 sind van Zentrierringen 46 umgeben, die auch in der 

00218 Aussparung 56 einliegen und am Rand der Aussparung 

00219 anliegen. Der Randbereich der Ofoerflache der Substrat- 

00220 halter 45 besitzt eioe Stufe. Auf dieser Stufe liegt 

00221 ein auch den Zentxierriiig 56 iatjerxJeckender Abdeckring 

00222 47. Die Bereiche zwischen den Substrathaltern 45 bzw. 

00223 den Zentxleri^^ 57 werden von 

00224 Konipensationsplatten 48 ausgefullt. Diese liegen lose 

00225 auf der Ofoerflache der Tragerplatte 3 auf. Die Oberfla- 

00226 chen von Substrathalter 45, Abdeckring 47 und Ranpensa- 

00227 tionsplatte 48 fluchten zueinander. Die Kbnpensations- 

00228 platten 48 sind vorzugsweise aus TaC gefertigt und 

00229 austauschbar. 
00230 

00231 Wird die Tragerplatte 3 van unten befaeizt, so tritt im 

00232 Bereich der Horizontal fuge 48^ zwischen Kbupensations- 

00233 platte 48 und Tragerplatte 3 etwa der gleiche Tempera- 

00234 tursprung auf , wie an der Horizontal fuge 45" zwischen 

00235 Substrathalter 45 und Tragerplatte 3 
00236 

00237 Am Ausfuhrungsbeispiel sind insgesamt 5 Substrathalter 

00238 45 vorgesehen, die planetenartig urn das Zentrum der 

00239 Tragerplatte 3 angeordnet sind. Sie haben eine kreisfor- 

00240 mige Aussenkontur. Die KtampensatJ onsplatten 48 liegen 

00241 zwischen den Substrathaltern 45 und erganzen sich zu 

00242 einer ringformigen Gestalt. Die innere Offnung der 

00243 ringformigen EUttenanordnung, in welcher die Zugplatte 

00244 22 sitzt, wird von einer kreisrunden Konpensatiansplat- 
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00245 te 44 ausgefullt, die lose auf der Zugplatte 22 auf- 

00246 liegtV 
00247 

00248 Alle offenbarten Merkmale sind (fur sich) erfindungswe- 

00249 sentlich. In die Offeribarung der Anmeldung wird hiermit 

00250 auch der Of fenbarungsinhalt der zugehorigeri/beigefugten 

00251 Prioritatsunterlagen (Abschrift der Voraumeldung) voll- 

00252 inbal tlich mit einbezogen, auch zu dem fcweck, Merkmale 

00253 dieser Efaterlagen in Anspnir;hc> rerl t <*gCTfte-r arnrelrfrrnrj 

00254 mit auf zurtehmen. 
00255 
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00257 Anspruche 
00258 

00259 1. VorricQitung 2aim Absdheiden insbesandere kristalliner 

00260 Schichten auf einem oder mehreren, insbesondere eben- 

00261 falls lori stallinen Substraten in einer Prozeaskammer 

00262 (l) mittels in die Prozesskanroer (1) eingeleiteten und 

00263 sich dort pyrolytisch umsetzenden Reaktionsgasen, mit 

00264 einer beheizbaren Tragerplatte (3), in welcher oberfla- 

00265 chenbundig zur Umgebung mindestens ein Substrathalter 

00266 (45) lose, insbesondere drebbar einliegt, gekennzeich- 

00267 net durch mindestens eine auf der Tragerplatte (3) 

00268 liegende, an den mindestens einen Substrathalter kontur- 
00269 /' folgerid 'aaacptek^ [' 

00270 

00271 2. Vorrichtung insbesondere nach Anspruch 1, rfrrfryrch 

00272 gekennzeichnet , dass die Kbnpensationsplatte (48) aus 

00273 TaC oder TaC- oder SiC- beschichtetem Graf it besteht. 
00274 

00275 3. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehen- 

00276 den Anspruche oder insbesondere danach, gekennzeichnet 

00277 durch eine n den drebbaren Substrathalter (45) umfassen- 

00278 den Zentrierring (46) , welcher zusammen mit dean Sub- 

00279 strathalter (45) in der Tragerplattenanssparung (56) 

00280 liegt. 
00281 

00282 4. .Vorrichtung nach g»-j™»m oder mehreren der vozhergehen- 

00283 den Anspruche oder t nghpgnnHp-rp danach, gekennzeichnet 

00284 durch einen den Zentrierring (48) und den abgestuften 

00285 Rand des Substrathalters (45) uberfangenen Abdeckring 

00286 (47) . 
00287 

00288 5. Vorrichtung nach fri™*m oder mehreren der vorhergehen- 

00289 den Anspruche oder insbesondere danach, dadurch gekenn- 

00290 zeichnet, dass die Tragerplatte (3) eine Ringform auf- 
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00291 weist und von unten von einer zentralen Stutzplatte 

00292 (21) durch Randuntergriff getragen wird. 
00293 

00294 6 . Vorrichtung nach einem oder raehreren der vorhergehen- 

00295 den Anspruche oder insbesandere danach, gekermzeicbnet 

00296 durch eine uber der Stutzplatte (21) liegende Zugplatte 

00297 (21) die sich auf dan Rand (3') der Tragerplatte (3) 

00298 abstutzt und an der eine Zugstange (23) angreift. 
00299 

00300 7. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehen- 

00301 den Anspruche oder insbesandere danach, da durch gefcenn- 

00302 zeichnet, dass der Aussendurchmesser der Tragerplatte 

00303 (3) doppelt so groS ist wie ihr Tnnmdnrchmpfiser . 

00304 . ... 

00305 8. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorfaezgehen- 

00306 den Anspruche oder insbesandere danach, dadurrth gekenn- 

00307 zeichnet, dass die Tragerplatte (3) drehangetrieben ist. 
00308 

00309 9. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehen- 

00310 den Anspruche oder insbesandere danach, dadurch gekerm- 

00311 zeichnet, dass der drebbare Substrathalter (45) auf 

00312 einem Gaspolster aufliegend durch das Gaspolster hilden- 

00313 de Gasstrome drehangetrieben ist. 
00314 

00315 10. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorherge- 

00316 henrif*n Anspruche oder insbesandere danach, gekennzeich- 

00317 net durch eine Vielzahl urn das Zentrum des Tragers (3) 

00318 angeordnete, jeweils mittels Gasstromen drehangetriebe- 

00319 ne Substrathalter (45) . 
00320 

00321 11. Vorrichtung zum Abscbeiden insbesandere kristalli- 

00322 ner Schichten auf einpm oder mehreren, inshesondere 

00323 ebenf alls kristal liner Substraten in einer Prozesskam- 

00324 ner (1) mittels in die Prozesskanmer (1) eingeleiteten 

00325 und sich dort pyrolytisch umsetzenden Reaktionsgasen, 
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00326 mit einem beheizbaren Substrathalter (45) , welchem eine 

00327 Deckplatte (4) mit Abstand gegenuberliegt, dadurch 

00328 gekennzeichnet, dass die Deckplatte (4) auf ihrer auf 

00329 den Substrathalter (45) weisenden Seite ndt innertbe- 



00331 Platten (34) verkleidet ist. 
00332 

00333 12 . Vorrichtung nach Anspruch 11 oder inabesooctere 

00334 danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Platten (34) 

00335 als konzentrisch zueinander angeoxdnete Verkleidungsrin- 

00336 ge ausgebildet sind. 
00337 

00338 13 . Vorrichtung nach einem Oder mehreren der vorherge- 

00339 henden Ansprucbe oder insbesondere danach, dadurch 

00340 gekennzeichnet, dass die Verkleidungsringe (34) aus TaC 

00341 oder aus TaC- oder SiC- beschi.chtetem Grafit bestehen. 
00342 

00343 14. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorherge- 

00344 henden Anspruche oder insbesondere danach, dadurc h 

00345 gekennzeichnet, dass der innerste Verkleidungsring (34) 

00346 von einem Gaseinlassorgan (6) getragen wird und sich 

00347 die jeweils aufieren Ringe (34) mit ihrem jeweiligen 

00348 Timenrand (34 1 ) auf dem jeweils aufieren Rand (34 1 ) des 

00349 jeweils benachbarten irroeren Ringes (34) abstutzen. 



00351 15. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vazherge- 

00352 henden Anspruche oder insbesondere danach, dadurch 

00353 gekennzeichnet, dass der innere der knrrzentri sch zuein- 
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schichteten oder aus innertem Material bestehenden 



00350 



00354 



ander angeordneten V< 
ausgefuhrt ist. 
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00355 



WO 02/18672 



PCT/EP01/09795 




INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



b ' ~ "onal Application No 

PCT/EP 01/09795 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER . 

IPC 7 C23C16/458 C30B25/12 



AooorrJngto 



(IPC) or to both 



and (PC 



a FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (i 

IPC 7 C23C C30B 



system followed by 



symbols) 



Documentation searched other than minimum ctocurnerrtaifon to the extent that such documents are inckided tn the fields searched 



Electronic data base consulted during the IniernaitonaJ search (name of data base ami where practical search terms used) 

EPO-Internal , PAJ, WPI Data, IBM-TDB 



a DOCUMENTS CONSH)ERB> TO BE RELEVANT 



Cetegoiy* CtaHon ol document. wBh mcDcaUon, where appropriate, ol the relevant passage 



Relevant to dalm No. 



US 5 027 746 A (FRIJLINK PETER) i 
2 July 1991 (1991-07-r02) 
cited 1n the application i"v'.;-;\\:.v^sy*r,, 
column 2, line 22 -column 3, line 14 

US 5 788 777 A (BURK OR ALBERT A) 
4 August 1998 (1998-08-04) 
cited 1n the application 
column 2, line 59 -column 3, line 7 



1-15 
1-15 



□ 



Further documents are fcsted fri the continuation of box C. 



El 



Patent Candy members are (fated fa annex 



* Spftf^^ ^rB^jtn**^ of tft^t ri)w?mifents t 

"A" document defining the general state of the art which is not 
coostcterad to be c4 particular 

"E" eartfcr document but published on or after the International 
fltag date 

"L" ctocuraent which may throw doubts on priority ctaim$5)or 
whfcn (a dad to estabfish the puttca&idateofanotrier 
dtafloo or other special reason (as specffied) 

"0* documertreft^mato an oral dt sctosure, use, exHbUon or 
other means 

'P* dn ra i TnrTm puMshed prior to fling date but 

later than the priority date dalmed 



T later document pubSshed alter the tat erua Punal ffltng date 
or priority date and not in conffict win the appQcafion but 
cited to understand the principle or theory undenting the 



TC documeni of particular relevance; the ctafined Invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
ktvotve an Inventive step when the document is taken atone 

"V documen t of partfcntef relevance; the ctahned invention 
cannot be considered to ktvotve an inventive step when the 
document ts corrbrned with one or more other sucli docu- 
ments* such combination being obvious to a person shQed 
In the art. 

*&" document member ot the same patent tanOy 



Dale of the actual completion of the tnternattoaa) search 

11 December 2001 



Date of maflmg of the M e roafi anal search report 

18/12/2001 



Name and mating address of the ESA 

European Paten! Office. P.R 5818 Patenttaan 2 
M--2280HVR*swfc 
Tel f+31 -710 340-2040, Tx. 31 651 epo nl 
Fax (431-70) 340-3016 



Authorized officer 



Ekhult, H 



Foon PCrrA3W2tO (second shod) (July 1902) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

t on patent family members 



bit onal Application No 

PCT/EP 01/09795 



Patent document 
cited !n search feport 


Publication 
gate 


Patent family 
members) 


Publication 

Join. 

aate 


US 5027746 A 


02-07-1991 


FR 


2628985 Al 


29-09-1989 






DE 


68909817 Dl 


18-11-1993 






DE 


68909817 T2 


28-04-1994 






EP 


0334432 Al 


27-09-1989 | 






JP 


1278498 A 


08-11-1989 






JP 


2771585 B2 


02-07-1998 






KR 


137875 Bl 


01-06-1998 



US 5788777 A 04-08-1998 NONE 



Focn PCT/!SA/?tO {patart taraDy ameer) (July 1962} 



INTERNATIONALE!? RECHERCHENBERICHT 



mt males Aktenzetctten 

PCT/EP 01/09795 



A. KLAS9FBERUNG OES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 C23C16/458 C30B25/12 



Nach der totenralionalenPatenlk^^ 



B. FECHERCHlEFrrE GEBIETE 



RechefctdBitsrlfflndsstpri&taS (KtosstfDcalkmssystem und KlassifikaUonssymbole ) 

IPK 7 C23C C30B 



aber nfcW zum MindastpriUstofT gehdrenda VerSftentfichungan, aoweB dtese unter db recherchlerten Gebtele fallen 



Wahrend do* intamationaJen Recherche konsultierte etektronfeche Datenbank (Name dar Datenbank 

EPO-Internal , PAJ, WPI Data, IBM-TOB 



C. ALS WESENTUCHAN6ESEHENEUMTERLAQEN 



der Vefoftenffichung, sowet 



unter Angabe der to BetvscM 



Tele 



Betr. Anspmcb Nr. 



US 5 027 746 A (FRIJLINK PETER) 

2. Juli 1991 (1991-07-02) 

in der Anmeldung erwahnt 

Spalte 2, Zeile 22 -Spalte 3, Zelle 14 

US 5 788 777 A (BURK JR ALBERT A) 

4. August 1998 (1998-08-04) 

In der Anmeldung erwahnt 

Spalte 2, Zeile 59 -Spalte 3, Zeile 7 



1-15 



1-15 



□ 



von Fold C zd 



* Besondere Kategorian von angBgabenen Var GffantiichiBigen 

"A" Ver 0fianOchiin& dte den aflgeineinen Stand der Technic defoiert, 
aber rricht abDesotxtasbedeuftsarn anzusehen 1st 

"E" SSeces pofctonent, ctasjedoch exst am oder nach decn UernaBonaten 
wrGnBdDcM ww den 1st 



t* VerGSenlQchung, db geefgnet ist, ejnan PrtorflStegnspruch zwedeJhaft er— 
scheinen zu tassen, oder durch dte das Veroffentictongsdatnrn etoer 
anderen fcn Rechetchenbertchl ganannten VerSttemlcbung beteft warden 
sol odor dja aus ataflpi andaren besondef&n Grund angagaban ist (wte 
ausgefufcit) 

"CT VeidrTantSchung, (fie stch auf eina mflndiche ORenbanmg, 

aba Banutamft aha Ausstaflung oder andeie MaSnahmen bazfeM 

*P" Verofienttcmmfl, dfe> vof dem intematjonaten AnmeMedatum, ' 
dam baaospmcto teo Pitef tf^tsdfl ftHttverMliB flflch jl wofden is! 



*T* Spfitere Vetfifranffichung^ dte nach darn rntafnafionalap AranaMedatuni 
odar dam Priofifitsdatutn varfflaflBcht wjowten island ret der 
AnineWungr^l©Uhfi8rt,sc«lemimrziim VejstantM&desder 
EtftriungaiynjiAtegBndan Prtnzips oder der iir 3 
Theorie angegeben \ 

■JT ._ _ _ . _ „ . 

Veruflaftfchung rtchtabneu oder auf 
eff?ndEJtecherT58g)D5fi bemhsnd betrachlfil warden 

*Y* VerCCantflchuog von besonderer Bodeutung dte beansprucfate Eifindn>g 
kann nk^afeaui efflraierischerTaljgtefl beruhendbetrachlBt 
w a rden , wenn db v^tdfrenffiehung ml aber octet manraran andBcen 
Vefoflermfcfcungen cfleser Kgegorta to Verbtndung qebracm wbd und 
dtese Verbtndung fOr etnen Fachmann nahefegend 1st 



11. Dezember 2001 



18/12/2001 



Name und PostanschriR der tatefnaflonaten Recherchenbehdfde 

EtDDpafeches Patentamt, PB. 5818 PatenOaan 2 
KH.-2280HV R$swipc 
Tel f+31-70) 34O-2O401 Tx. 31 65 1 epo ri, 
Fax (431-70) 340-3016 



Ekhult, H 



Fcrabtec PCTO3A/210 (Batt 2J (JUG 1992) 



INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT 

s AngabenzuVeroftenffld n, dfezursaajenPalefrtfejTnSagBhdren 



h nates AMenzefchen 

PQ/EP 01/09795 



uTi nBcnercnenDencni 
snQsfilhrtBS Pst&ntdoKLUTtBnt 


uauun 06t 
. . VerOffsntDchung . 


Mltglied(er) der 
Patentfamille 


.• . VerOffentflchung .... . 


US 5027746 A 


02-07-1991 


FR 


2628985 


Al 


29-09-1989 






DE 


68909817 


Dl 


18-11-1993 






DE_. 


68909817 


T2 


28-04-1994 






EP 


0334432 


Al 


27-09-1989 






JP 


1278498 


A 


08-11-1989 






JP 


2771585 


B2 


02-07-1998 






KR 


137875 


Bl 


01-06-1998 



US 5788777 A 04-08-1998 KEINE 




FW«PCT«S»ei0(Ar*iangPata<!anilleHJul1992) 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



